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effect is that consunption current in the reading node can be decreased.
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of cl ai m Jraing 4y reatdivgropératioaai d peripheral circuits include a voltage
conversion circuit (XDRV) for formng plus, mnus or ground potentials to
cause séi dhd/Negce ofaamgi o tchins t ¢ @e«ﬁemwedamenml gl rig) coneirysteld ) agtingleeMiPHIg
oper at i ondransstor TRE), de\apdressiy MOSFEBTQL] disppgedion Yo Blrainypide af $pideMBRS r?'é?ﬁﬁ%/ cel |
i s const r y¥kandom inpulging MQSFRRKSS) Zigrosed on e, pryros sig °f('~°@2' MNosa‘f?"ﬂﬂﬁfr(Qéél ng
MOSFET §Q1 ) di sposed on the drain side of said arf %é E)Té and
an i nsulatf Wﬂ?’ e'd’P@B’{?g‘B CB'H’C‘%’EE"“@SU’PG"% kP g gic Las %ﬁ)
n
omr

t ransi st or{G¢ Hgwey con °t Be? gprafly
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sour & | rt'é rg?sc} (36@ e‘% '":@ﬁm'ﬁ;ﬂg sg?ﬁﬁ i’térf sﬁﬂﬁc'muzn nnec

common, s\?\H ol e ele odes of said I\/NOS 25
transispQp I(Q?uc), are connected in comon, and a MOSFET (Q4') for
short - CII‘CUI'[I ng Sai d comon source |ine (CS) and said word [ine (W2)

during saighuiereEpReherRGtmhb, QivasBial €Nt ansprUche 30 1.

Hal bl ei ter - Sagu.,gb.g(easnggﬂgnmgt eivtitiam8lend, ein Hal bl eitersubstrat (1) mt

ei ner Haupt f bisghl Breichi(2) @odasten CdturlgetypsCidn €h BIE S @bl Beilidengmiptigtte ededckisi Ch

bi s zu ei nemndieérk iladm Blaiph {2) aehe@star Bdittrgetybs ausgEbildeiseSpoiahaleienBM), clesh jddd) des
er st en Leidinngstiicppensmipadrbibrdat mit Siperh MNOSZrednkiaior dnivfilt, udker en j ede ein

ni chtss f | Ucht peieserSpdiatiingere iderie mineni Teil dernidawptid@s alsgehiidét sindr dee vorh dértienigend 35
peri pher e TSit verb¢higdereint, incHemn dig) Sesighenae!iFie (N adegebildaiugind wekshisde psigedsd Behaltungi nd,
der von dews einemefenbismentirefiSSaatitein (R 1Q2.) mitdeiner dRedorsgeliunh ey @lnpr rP- (Yo
alsgebi | destinesi NigenakhyBeET ?U@G%a“b'étrl here Schal tung aus ei nem

Konpl ement ar WMGSdSE‘héﬂet"k e jden s's‘° e@P?fé*F”e rl"’%’ﬂ%‘c ﬁ°éfP"t Lﬂ'fg
ei ne§ p- Lgpannépgh \' c ste ktr des ﬂ'g‘ ett en
pann m n nz el en P i reuc {
gl\m Trans gtl!r(‘j n: e| un st);g S ar@%ls(?{t Iﬁ% % Gf vr\v!'/vér h iﬁfen ltte pannung
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"Fc,% anlgI iﬁnn
IMNGS- ranSFlo ltg{ %n B%terl:ﬁ é)’"‘ab grs Rali Hgy I’y Qgt wBe OV\ZéJI QJn §h$é|t§rhnd

Pol ar t ~t |QQlRGHMHR S SRR V&N adrQtsith iPb tataaﬂdﬁ'seéhbgiﬁ‘a'i @) sfdelbgtvirdes ersten
Lei tungstyps angel egt wrd; dann wenn Daten gel 6scht werden sollen, eine

dritte @pamglaRghg(mabiPAhspiRh 17 \WBbdi @as FRabstei {1y binéi NCLisiRun§Edfpe askeidt tuh® @er 6th)7 und
ei ne Vi er liiupgaypeMmB-LéithM@6p isler ersten Pol aritat an den Bereich (2) des
ersten Leitungstyps angelegt wird; sowie in den Schreib- und 45

L65sc lkorode mneidmng friaetf MespiGpta 2, robe) ((ie érsle uhd diervieats SpamurfgoPiar$aartungen, dagweite
Substrat (ubj derigitd Stnung Mibus-Bpanimgendmd dig finéte BpaAmmp eine Feste PlusSpainungdss.
Substrat (1) einen N-Leitungstyp:aufweist und der erste Leltungstyp ein

P- Lei t uAgshngidning nachSgsprigeh SAnehetdiefigfteripetrupmispragertiicien S)obaiistdi e erste und
die vierte Spannun Pl us- Spannungen, die zweite und die dritte S annung

M nug® SParMQiaed nariuARsprach H‘Fﬁt’é wbehdie R 'thfﬂbS%'gt'%e"m"\ﬁg %anmw?gd'w feis "4

Anordnung K g ; ﬁ;@ft‘.ﬂi’ﬂg Jor flypeit ! f'e°de§? i Qﬁ‘t\lﬁﬁ‘?“?ﬁt YR G BREE (‘,’Fﬁaﬂ'°5 Vv
bet r agt . "a RAtegShst ﬁ?f p‘f’dﬁc S%Wr@ " W8bei di e peripheren
Schal tungen ei nen Spannungswandl erkreis (XDRV) zur Erzeugung von Pl us-,

M nus- oder Erd-Potential en aufweist, um zu bew rken, daB die
MNCS- Tr ansi st oren Dat enschrei b-, -1 os1éh- oder -1|esevorgange ausfUnhren. 13
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Spei cher zel | e aus ei nem ei nzel nen MNOS- Transistor (02'), el nem ﬂm
nung

Drain-Seite |iegenden Adressie und ei ne B ﬂ

Source-Seite |i ggenden [ sol i erFm#% ) auf gebaum\mwm F“ H

nach Anspruch 6, ferner unfassend ei ne genei nsane Sour ée- L eltung (CS) an

di e alel eAdofdlngeriachV/Edr=diar An§Btiche J ebiees, noaaijeds §eatabbrzals SemeimimelnzelémPNOS-

VOrt | ei t magsisfo\I@), eieam e desehineDr@iaBeite liEgenddnrAsichesiorddMOSVROE-UTY sinen gn deseen (02" )

genei nsascuwngeicitgosiseisolsi-MASFET{G3 taufgebauMSISFET (Q4' ) zum Kur zsclilieten der

gertei nsanmen Sburce-Leitung (CS) und der Wortleitung (W2) wahrend des

Lesevdr gamjpeng 0@ Resmvrl| §, derpes vgifasgend Binsm@@wsrameo%u%hﬂw%(cé) an die allo

seni condlgelieeMPSFETs (9f rgemavﬂamuwggsewgﬁs?fafm%eﬁ'ﬂecWﬂ'él?ﬁ%%d’P“ E'Br'fg % ant une
surface Pektiegeny dar éJIN Transistoren (9;1 g an, agg%?chﬁagegw ﬁ %NQ;% T 0 e de

- conduct i ¢M éuré’tc'?'?“?i‘t%ﬁﬁﬁﬁﬁf""sjaﬁ‘g’qﬁ"% Hung (P wd fler 6?8? vge Rt 985ci pal e,

une pI urh‘?sP‘PE?aE% cellules de nbnbire (M fornees dans |ladite région (2)

pos¥e dII rem er type de conductivite, chaque cellule de nbnoire (M

conpr 'Eﬁ 6nent de nbnoire: non volatil conportant un transistor MGS,

et 20, Dls?osmf t%gfén?a.rasg hiSordthduRtSfbEs foOrmbs dans une partie de ladite
surface tSemitonbh&E R} & %rténﬁurﬂ%ﬁr?ab@p%ﬂ&e' aquel l e lesdites cellules
de pgbnoire u(\ BREH p seédm&ﬁ,pr&ml%e d6 érialmtibitsRT & étﬁmmtl;&u@a Bitediattio @O BB t LiE
par un Cigrasd 5,.,,@1@4 ype MS conplenentaire (QL, @Q,...), qui conprend un
Circuit sSb6rungpKRits b télitlePds m&ﬁonfel'(ﬂ)’lﬁtn’ié“eﬁ)ﬂar\%/lla‘aﬁdi"ﬁglan Eapasbédbhtdd promieit ty@ensi st or
M SFET adé aorhuctilié, @haglée resliulecdpl aiémoite0 (Myroepeiest coréégest dioimémnite e eolatil

eneeqgi st taamriahaastrdngistbt MO eS| St or MNOS, une 25 prem ere tension (+Vcc)
possGdant ulkee cipeulisTpéipbsrigudsaininés dest unappaltie lediedita skt pnqinalde difiérende [P Iz dudi t
transi st partidINGS lagtslia trsditoe collutge de émiviemn(M) s formérsseheauerrirculipérigheiqn fiant

pol ar i t ecupperae uncitcuitifia wpeMEroepiémentira (G142 squi enFlprang useirckt séiarenstityds gi on
(2) poss 6w antransistopMISTEE & cenphd elis t'é@ﬁ*?&uh"ﬂer':ﬁléé’a"af 'ﬂr sque des donn6es doi vent
Qre effac@é§a"sdf’ﬂ¥e't fo5iaLe 8ppedanades ol ° e 2%? 9‘” a7
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modes d' I| e Ru?tee ct od de lBaltrl e o ( ! 1itite 4;?'6
p08§b6dan i p;iﬁ% qgo‘ﬁe oﬁ‘r( gs gd%ﬁt I@BB |eﬂHﬁ§ d@ cttﬁfé igr2bos(mokies 2
Di SPOSi t (oAl ot AEHERY iomo SR A5Gn {53 S e b e 0S Sede
un type gp,,g‘ggq‘gmswsltrgtqu et 35 v ledit prem er type de conductivite est

un type de conddctivite P. 3. Dispositif selon |la revendication 2, dans

| equel 2, | @Rpdshiesoidare PovaridRatdh 10|dEAE leglslBdk euSirad (13 pSs3de lﬁleﬁoetdaresmdnaﬁntqosst tives,
| esghi t es ledieproimmeiypd de dondisiivérestue fype Oneonswiitité des t ensi ons negatives, et

| adi t e ci nqui brrq tension est uneitension positive fixee. 40 4. Dispositif
sel on 3. aDispasitindéloata erendicatidar?s dbrsolaalel lesdies erepiidngi et avabidme rferisions sent degjal e
sensi bl etepsionsapdsitikgs, Bsdiph spenie pf trejsidrom tdnsionsespeh desc tensions Woafiuesy ot dagies

| oquel | G'SQH&"!? tefisiop g$ttune leesianpleitvedxRes conprennent un circuit de conver si on

de fension (X servant a former un potentiel positif, un e el
negat i 4 Qﬁp?fﬁ‘f seipn la revengicatign B.ansjeaupldeddt C'B%"eﬁ’&ﬁ?"é'P'éeséé%ﬁ'?eﬁ?Bﬁ' 'GP Eé]?&

E)Lagzl qsgﬁsa?s%{lf\l%mfﬂ? rﬁfgélfl::?l%n X es eprve rsa]t I:?:ef iﬂ% Cr&:ﬁg ::’l ques com re inenu (j:rrent
revend| cggt é.e%dgpr?: g‘e & ( N%Sgeé{%él i tuee
par “un s %ﬁre§ ;@E%hts Qfac g; SI s or oT a essage (Ql' )
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ure
di spose sur t transistor MNOS (@'), et un

u draln

transi gt exspdddP5dioh 19nd édélc G)Bes(u‘g%nalca@lbrﬁﬁchsﬁ dandlledu cB&ub célitie lda mBAdirecast dudi t
transi st @bnsthédDpat O sul trahsisttl MROS (did)f urSEIngStor MOSFEY QNtliessaged @N') GispssO 8IS t ant
en gut r e coid &ul draki uditerafiiidr MNED[OZY.N&@ ub GEsistod MOBSHEE liiselatiod U3’} @isposé amde St Or s
MOSFET d'cbié @b &fsoarte ¢ tinsBNMNOSQ@XY d6S en commun, une |igne de

transm ssi on de 55 mots (WL2),-a laquelle.les electrodes de grille
desdi tz tDisporitif s¢lar s reviiGBato@B: Jompontant ere@itre puitigse dnsasaeommunst(CSIna faauelisi st or
MOSFET (@5 Jes drensistorst MOSKEJ Ll igolatiprr (43D sent rabepriiés en ammmue. whe ligng dediansmissienide ( CS)
et Badi t eots ). Aelaquelieniopiélostiodes ek oietdosdity ramsjstorre MYAR HQR gt ecepréPRe? on de

| ect ur e. cemmun, et un transistor MOSFET (Q4") servant & court-circuiter ladite ligne de source commune (CS)
ot ladite I|gne de fransmission de mots (W1 2) pendant ladite opération de lecture.
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